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(54) 액티브 매트릭스형 표시 장치

요약

액티브 매트릭스형 표시 장치의 저소비 전력화와 동시에 회로의 고정밀화를 도모한다.

복수 화소(2 화소, 4 화소)에 하나의 비율로 영상 신호를 보유하는 보유 회로(110)를 배치하고, 통상 동작 모드와 메
모리 동작 모드를 전환하여 표시한다. 보유 회로(110)는 SRAM이다. SRAM은 회로 면적이 크므로, 복수 화소에서
공용하고, 메모리 동작 모드시에는 「화소 수」를 줄여 표시한다. 이에 따라, 1 화소의 면적을 축소할 수 있게 되므
로, 통상 동작 모드에 있어서 보다 고정밀한 표시를 행할 수 있다. 또, 보유 회로(110)의 수를 줄임으로써, 보유 회로
(110)를 각 화소에 배치한 경우에 비교하여, 메모리 동작 모드 시의 소비 전력을 더 삭감시킬 수 있다.

대표도

도 1

색인어

표시 장치, 액정 표시 장치, 화소, 화소 전극, 동화상

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 제1 실시 형태를 나타내는 회로도.
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도 2는 본 발명의 제1 실시 형태의 평면 레이아웃을 나타내는 개념도.

도 3은 본 발명의 실시 형태의 단면도.

도 4는 본 발명의 제2 실시 형태의 평면 레이아웃을 나타내는 개념도.

도 5는 본 발명의 제3 실시 형태의 평면 레이아웃을 나타내는 개념도.

도 6은 본 발명의 제4 실시 형태의 평면 레이아웃을 나타내는 개념도.

도 7은 본 발명의 제5 실시 형태의 평면 레이아웃을 나타내는 개념도.

도 8은 액정 표시 장치의 1 화소를 나타내는 회로도.

도 9는 종래의 보유 회로를 갖는 표시 장치를 나타내는 회로도.

도 10은 종래의 보유 회로를 갖는 액정 표시 장치의 1 화소를 나타내는 회로도.

도 11은 본 발명의 제6 실시 형태를 나타내는 회로도.

<도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명>

17 : 화소 전극

40, 43 : 회로 선택 회로

70 : 화소 선택 회로

85 : 보조 용량

110 : 보유 회로

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 액티브 매트릭스형 표시 장치에 관한 것으로, 특히 화소에 대응하여 복수의 보유 회로가 설치된 액티브
매트릭스형 표시 장치에 관한 것이다.

최근, 표시 장치는 휴대 가능한 표시 장치, 예를 들면 휴대 텔레비전, 휴대 전화 등의 시장에 필요하게 되었다. 이러
한 요구에 따라 표시 장치의 소형화, 경량화, 소비 전력 절약화에 대응하기 위해 연구 개발이 활발히 행해지고 있다.

도 8에 종래예에 따른 액정 표시 장치(Liquid Crystal Display ; LCD)의 일 화소 전극의 회로 구성도를 나타낸다.
절연성 기판(도시되지 않음) 위에 게이트 신호선(51), 드레인 신호선(61)이 교차하여 형성되어 있고, 그 교차부 근
방에 양 신호선(51, 61)에 접속된 선택 화소 선택 TFT(70)가 설치되어 있다. 선택 화소 선택 TFT(70)의 소스(70s)
는 액정(21)의 화소 전극(17)에 접속되어 있다.

또한, 화소 전극(17)의 전압을 1 필드 기간, 보유하기 위한 보조 용량(85)이 설치되어 있고, 보조 용량(85)의 한쪽
단자(86)는 선택 화소 선택 TFT(70)의 소스(70s)에 접속되며, 다른 전극(87)에는 각 화소 전극에 공통의 전위가 인
가되어 있다.

여기서, 게이트 신호선(51)에 게이트 신호가 인가되면, 선택 화소 선택 TFT(70)는 온 상태가 되고, 드레인 신호선
(61)으로부터 아날로그 영상 신호가 화소 전극(17)으로 전달됨과 함께 보조 용량(85)에 보유된다. 화소 전극(17)에
인가된 영상 신호 전압이 액정(21)에 인가되고, 그 전압에 따라 액정(21)이 배향된다. 이러한 화소 전극을 매트릭스
형으로 배치함으로써 LCD를 얻을 수 있다.

종래의 LCD는 동화상, 정지 화상에 관계없이 표시를 얻을 수 있다. 이러한 LCD에 정지 화상을 표시하는 경우, 예를
들면 휴대 전화의 액정 표시부의 일부에 휴대 전화를 구동시키기 위한 배터리의 잔량 표시로서 건전지의 화상을 표
시하게 된다.

그러나, 상술된 구성의 액정 표시 장치에서는 정지 화상을 표시하는 경우에도 동화상을 표시하는 경우와 마찬가지
로, 게이트 신호로 선택 화소 선택 TFT(70)를 온 상태로 하여, 영상 신호를 각 화소 전극에 재기입할 필요가 생겼었
다.
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그 때문에, 게이트 신호 및 영상 신호 등의 구동 신호를 발생시키기 위한 드라이버 회로, 및 드라이버 회로의 동작 타
이밍을 제어하기 위한 각종 신호를 발생시키는 외부 LSI는 항상 동작하기 때문에, 항상 큰 전력을 소비하였다. 이 때
문에, 한정된 전원밖에 구비하지 않은 휴대 전화 등에서는 그 사용 가능 시간이 짧아진다는 결점이 있었다.

이에 대하여, 각 화소 전극에 스태틱형 메모리를 구비한 액정 표시 장치가 특개평8-194205호에 개시되어 있다. 동
일한 공보의 일부를 인용하여 설명한다. 도 9는 특개평8-194205호에 개시되어 있는 보유 회로를 갖는 액티브 매트
릭스형 표시 장치의 평면 회로 구성도이다. 게이트 신호선(51)과 참조선(52)이 행 방향으로, 드레인 신호선(61)이
열 방향으로, 각각 복수개 배치되어 있다. 그리고, 보유 회로(54)와 화소 전극(17) 사이에는 TFT(53)가 설치되어 있
다. 보유 회로(54)에 보유된 데이터에 기초하여 표시를 행함으로써, 게이트 드라이버(50), 드레인 드라이버(60)를
정지시켜 소비 전력을 저감시키는 것이다.

도 10은 이 액정 표시 장치의 하나의 화소를 나타내는 회로 구성도이다. 기판 위에 화소 전극이 매트릭스형으로 배
치되어 있고, 화소 전극(17) 사이에는 지면 좌우 방향으로 게이트 신호선(51)이, 상하 방향으로 드레인 신호선(61)
이 배치되어 있다. 그리고 게이트 신호선(51)과 평행하게 참조선(52)이 배치되며, 게이트 신호선(51)과 드레인 신호
선(61)의 교차부에 보유 회로(54)가 설치되고, 보유 회로(54)와 화소 전극(17) 사이에는 스위치 소자(53)가 설치되
어 있다. 보유 회로(54)는 2단 인버터(55, 56)를 정귀환(正歸還)시킨 형태의 메모리, 즉 스태틱형 메모리(Static
Random Access Memory ; SRAM)를 디지털 영상 신호의 보유 회로로서 이용한다. 특히 SRAM 은 DRAM과 달리,
데이터의 보유에 리프레시를 필요로 하지 않기 때문에 적합하다.

여기서, 스태틱형 메모리에 보유된 2치 디지털 신호에 따라, 스위치 소자(53)는 참조선 Vref와 화소 전극(17) 사이
의 저항치를 보유 회로(54)의 출력에 따라 제어하고, 액정(21)의 바이어스 상태를 조정하고 있다. 한편, 공통 전극에
는 교류 신호 Vcom을 입력한다. 본 장치는 이상적으로는, 정지 화상처럼 표시 화상에 변화가 없으면, 메모리에 대
한 리프레시는 불필요하다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

그러나, 보유 회로(54)에 스태틱 RAM을 이용하면, 보유 회로를 구성하는 트랜지스터의 수는 4개 혹은 6개로 많아,
회로 면적이 크다. 그와 같은 스태틱 RAM을 화소 전극(17)사이에 배치하면, 화소 전극(17)의 면적이 작아져 액정
표시 장치의 개구율이 저하하거나, 하나의 화소 사이즈를 크게 해야하므로 고정밀화가 곤란하다는 문제가 있었다.

그래서, 본 발명은 보유 회로를 갖는 표시 장치에 있어서, 특히 통상의 표시를 행할 때에 더 고정밀한 액티브 매트릭
스형 표시 장치를 얻는 것을 목적으로 한다.

본 발명은 상기 과제를 해결하기 위해 이루어진 것으로, 행렬 형상으로 배치된 복수의 화소 전극 및 화소 전극에 대
응하여 배치된 복수의 보유 회로를 구비하고, 수시로 입력되는 영상 신호에 따른 화소 전압을 화소 전극에 수시로
인가하여 표시하는 통상 동작 모드와, 보유 회로가 기억한 데이터에 따라 표시하는 메모리 동작 모드를 갖는 액티브
매트릭스형 표시 장치에 있어서, 보유 회로는 복수 화소에 하나 배치되며, 보유 회로 중 하나로부터의 출력은 복수
의 화소 전극에 공급되는 액티브 매트릭스형 표시 장치이다.

또한, 보유 회로는 2 화소에 하나의 비율로 배치되고, 보유 회로의 출력은 두개의 화소 전극에 공급된다.

또한, 보유 회로는 4 화소에 하나의 비율로 배치되고, 보유 회로의 출력은 4개의 화소 전극에 공급된다.

또한, 행렬 형상으로 배치된 복수의 화소 전극 및 화소 전극에 대응하여 배치된 복수의 보유 회로를 구비하고, 수시
로 입력되는 영상 신호에 따른 화소 전압을 화소 전극에 수시로 인가하여 표시하는 통상 동작 모드와, 보유 회로가
기억한 데이터에 따라 표시하는 메모리 동작 모드를 갖는 액티브 매트릭스형 표시 장치에 있어서, 보유 회로의 수는
화소 전극의 수에 비교하여 적은 액티브 매트릭스형 표시 장치이다.

또한, 보유 회로의 수는 화소 전극의 수의 1/2이다.

또한, 보유 회로의 수는 화소 전극의 수의 1/4이다.

또한, 행렬 형상으로 배치된 복수의 화소 전극 및 화소 전극에 대응하여 배치된 복수의 보유 회로를 구비하고, 수시
로 입력되는 영상 신호에 따른 화소 전압을 화소 전극에 수시로 인가하여 표시하는 통상 동작 모드와, 보유 회로가
기억한 데이터에 따라 표시하는 메모리 동작 모드를 갖는 액티브 매트릭스형 표시 장치에 있어서, 메모리 동작 모드
시의 표시 화소 수는 통상 동작 모드 시의 표시 화소 수보다도 적은 액티브 매트릭스형 표시 장치이다.

또한, 메모리 동작 모드 시의 화소 수는 통상 동작 모드 시의 화소 수의 1/2이다.

또한, 메모리 동작 모드 시의 화소 수는 통상 동작 모드 시의 화소 수의 1/4이다.

또한, 상기 보유 회로는 3치 이상의 데이터를 보유하는 다비트 메모리이다.

발명의 구성 및 작용

본 발명의 제1 실시 형태에 따른 표시 장치에 대하여 설명한다. 도 1에 본 발명의 표시 장치를 액정 표시 장치에 응
용한 경우의 회로 구성도를 나타낸다.
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액정 표시 패널(100)에는 절연 기판(10) 위에 복수의 화소 전극(17)이 매트릭스 형상으로 배치되어 있다. 그리고,
게이트 신호를 공급하는 게이트 드라이버(50)에 접속된 복수의 게이트 신호선(51)이 한 방향으로 배치되어 있고, 이
들 게이트 신호선(51)과 교차하는 방향으로 복수의 드레인 신호선(61)이 배치되어 있다.

드레인 신호선(61)에는 드레인 드라이버(60)로부터 출력되는 샘플링 펄스의 타이밍에 따라 샘플링 트랜지스터
SP1, SP2, …, SPn이 온하고, 데이터 신호선(62)의 데이터 신호(아날로그 영상 신호 또는 디지털 영상 신호)가 공
급된다.

게이트 드라이버(50)는 어떤 게이트 신호선(51)을 선택하고, 이것에 게이트 신호를 공급한다. 선택된 행의 화소 전
극(17)에는 드레인 신호선(61)으로부터 데이터 신호가 공급된다.

이하, 각 화소의 상세한 구성에 대하여 설명한다. 게이트 신호선(51)과 드레인 신호선(61)의 교차부 근방에는 P 채
널형 회로 선택 TFT(41) 및 N 채널형 회로 선택 TFT(42)로 이루어지는 회로 선택 회로(40)가 설치되어 있다. 회로
선택 TF T(41, 42)의 양 드레인은 드레인 신호선(61)에 접속됨과 함께, 이들의 양 게이트는 회로 선택 신호선(88)
에 접속되어 있다. 회로 선택 TFT(41, 42)는 선택 신호선(88)으로부터의 선택 신호를 따라 어느 한쪽이 온된다. 또
한, 후술된 바와 같이 회로 선택 회로(40)와 쌍을 이뤄, 회로 선택 회로(43)가 설치되어 있다. 회로 선택 회로(40,
43)는 각각의 트랜지스터가 상보적으로 동작하면 되고, P 채널, N 채널은 반대라도 물론 상관없다. 또한, 회로 선택
회로(40, 43)는 어느 한쪽만을 생략할 수도 있다.

이에 따라, 후술하는 통상 동작 모드인 아날로그 영상 신호 표시(풀컬러 동화상 대응)와 메모리 동작 모드인 디지털
영상 표시(저소비 전력, 정지 화상 대응)를 선택하여 전환하는 것이 가능해진다. 또, 회로 선택 회로(40)에 인접하
여, N 채널형 화소 선택 TFT(71) 및 N 채널형 TFT(72)로 이루어지는 화소 선택 회로(70)가 배치되어 있다. 화소
선택 TFT(71, 72)는 각각 회로 선택 회로(40)의 회로 선택 TFT(41, 42)와 종렬로 접속됨과 함께, 이들의 게이트에
는 게이트 신호선(51)이 접속되어 있다. 화소 선택 TFT(71, 72)는 게이트 신호선(51)으로부터의 게이트 신호에 따
라 양방이 동시에 온하도록 구성되어 있다. 화소 선택 회로(70)는 회로 선택 회로(40)보다도 드레인 신호선(61)측에
배치해도 무방하다. 이 경우, 화소 선택 TFT(71, 72)를 하나의 TFT로 대용할 수도 있다.

또한, 아날로그 영상 신호를 보유하기 위한 보조 용량(85)이 설치되어 있다. 보조 용량(85)의 한쪽 전극은 화소 선택
TFT(71)의 소스에 접속되어 있다. 다른 쪽 전극은 공통의 보조 용량선(87)에 접속되고, 바이어스 전압 Vsc가 공급
된다. 또한, 화소 선택 TFT(71)의 소스는 회로 선택 TFT(44) 및 컨택트(16)를 통해 화소 전극(17)에 접속되어 있
다. 게이트 신호에 의해 화소 선택 TFT(70)의 게이트가 개방되면, 드레인 신호선(61)으로부터 공급되는 아날로그
영상 신호는 컨택트(16)를 통해 화소 전극(17)에 입력되며, 화소 전압으로서 액정을 구동시킨다. 화소 전압은 화소
선택 TFT(71)의 선택이 해제되고, 이어서 다시 선택되기까지의 1 필드 기간 유지되어야하지만, 액정의 용량만으로
는 화소 전압은 시간 경과와 함께 점차로 저하하여, 1 필드 기간 충분히 유지되지 않는다. 그렇게 되면, 그 화소 전압
의 저하가 표시 결함으로서 나타나 양호한 표시를 얻을 수 없게 된다. 그래서 화소 전압을 1 필드 기간 보유하기 위
해 보조 용량(85)을 설치하고 있다.

이 보조 용량(85)과 화소 전극(17) 사이에는 회로 선택 회로(43)의 P 채널형 TFT(44)가 설치되고, 회로 선택 회로
(43)의 회로 선택 TFT(41)과 동시에 온 오프하도록 구성되어 있다. 회로 선택 TFT(41)이 온하고, 아날로그 신호를
수시로 공급하여 액정을 구동시키는 동작 모드를 통상 동작 모드, 혹은 아날로그 동작 모드라고 한다.

또한, 화소 선택 회로(70)의 TFT(72)와 화소 전극(17) 사이에는 보유 회로(110)가 설치되어 있다. 보유 회로(110)
는 정귀환된 두개의 인버터 회로와 신호 선택 회로(120)로 이루어져, 디지털 2치를 보유하는 스태틱형 메모리를 구
성하고 있다.

또한, 신호 선택 회로(120)는 두개의 인버터로부터의 신호에 따라 신호를 선택하는 회로로서, 두개의 N 채널형
TFT(121, 122)로 구성되어 있다. TFT(121, 122)의 게이트에는 두개의 인버터로부터의 상보적인 출력 신호가 각
각 인가되어 있으므로, TFT(121, 122)는 상보적으로 온 오프한다.

여기서, TFT(122)가 온하면 직류 전압의 대향 전극 신호 VCOM(신호 A)이 선택되고, TFT(121)가 온하면 그 대향
전극 신호 VCOM을 중심으로 한 교류 전압으로서 액정을 구동시키기 위한 교류 구동 신호(신호 B)가 선택되어, 회
로 선택 회로(43)의 TFT(45)를 통해 액정(21)의 화소 전극(17)에 공급된다. 회로 선택 TFT(42)가 온하고, 보유 회
로(110)에 보유된 데이터에 기초하여 표시를 하는 동작 모드를 메모리 모드 혹은 디지털 동작 모드라고 한다.

상술된 구성을 요약하면, 화소 선택 소자인 화소 선택 TFT(71) 및 아날로그 영상 신호를 보유하는 보조 용량(85)으
로 이루어지는 회로(아날로그 표시 회로)와, 화소 선택 소자인 TFT(72), 2치의 디지털 영상 신호를 보유하는 보유
회로(110)로 이루어지는 회로(디지털 표시 회로)가 하나의 화소 전극 내에 설치되고, 또한 이들 두개의 회로를 선택
하기 위한 회로 선택 회로(40, 43)가 설치되어 있다.

이어서, 액정 패널(100)의 주변 회로에 대하여 설명한다. 액정 패널(100)의 절연성 기판(10)과는 별도의 기판의 외
부 부착 회로 기판(90)에는 패널 구동용 LSI(91)가 설치되어 있다. 이 외부 부착 회로 기판(90)의 패널 구동용
LSI(91)로부터 수직 스타트 신호 STV가 게이트 드라이버(50)에 입력되고, 수평 스타트 신호 STH가 드레인 드라이
버(60)에 입력된다. 또한 영상 신호가 데이터선(62)에 입력된다.

이어서, 상술된 구성의 표시 장치의 구동 방법에 대하여 설명한다.

(1) 통상 동작 모드(아날로그 동작 모드)의 경우
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모드 신호에 따라, 아날로그 표시 모드가 선택되면, LSI(91)는 데이터 신호선(62)에 아날로그 신호를 공급하는 상태
로 설정됨과 함께, 회로 선택 신호선(88)의 전위가 「L」이 되고, 회로 선택 회로(40, 43)의 회로 선택 TFT(41, 43)
가 온하고, 회로 선택 TFT(42, 45)가 오프한다.

또한, 수평 스타트 신호 STH에 기초하는 샘플링 신호에 따라 샘플링 트랜지스터 SP가 순차 온하여 데이터 신호선
(62)의 아날로그 영상 신호가 드레인 신호선(61)에 공급된다.

또한, 수직 스타트 신호 STV에 기초하여, 게이트 신호가 게이트 신호선(51)에 공급된다. 게이트 신호에 따라, 화소
선택 TFT(71)가 온하면, 드레인 신호선(61)으로부터 아날로그 영상 신호 An. Sig가 화소 전극(17)에 전달됨과 함
께, 보조 용량(85)에 보유된다. 화소 전극(17)에 인가된 영상 신호 전압이 액정(21)에 인가되며, 그 전압에 따라 액
정(21)이 배향됨으로써 액정 표시를 얻을 수 있다.

이 아날로그 표시 모드에서는, 수시로 입력되는 아날로그 신호에 따라 수시로 액정을 구동시키므로, 풀컬러의 동화
상을 표시하는데 적합하다. 단, 외부 부착 회로 기판(90)의 LSI(91), 각 드라이버(50, 60)에는 이들을 구동시키기 위
해 끊임없이 전력이 소비되고 있다.

(2) 메모리 동작 모드(디지털 표시 모드)의 경우

모드 신호에 따라, 디지털 표시 모드가 선택되면, LSI(91)는 영상 신호를 디지털 변환하여 상위 1 비트를 추출한 디
지털 데이터를 데이터 신호선(62)에 출력하는 상태로 설정됨과 함께, 회로 선택 신호선(88)의 전위가 「H」가 되
고, 보유 회로(110)가 유효한 상태가 된다. 또한, 회로 선택 회로(40, 43)의 회로 선택 TFT(41, 44)가 오프됨과 함
께 회로 선택 TFT(42, 45)가 온한다.

또한, 외부 부착 회로 기판(90)의 패널 구동용 LSI(91)로부터 게이트 드라이버(50) 및 드레인 드라이버(60)에 스타
트 신호 STH가 입력된다. 그에 따라 샘플링 신호가 순차적으로 발생하고, 각각의 샘플링 신호에 따라 샘플링 트랜
지스터 SP1, SP2, …, SPn이 순서대로 온하여 디지털 영상 신호 D.Sig를 샘플링하여 각 드레인 신호선(61)에 공급
한다.

여기서 제1행, 즉 게이트 신호 G1이 인가되는 게이트 드레인 신호선(61)에 대하여 설명한다. 우선, 게이트 신호 G1
에 의해 게이트 드레인 신호선(61)에 접속된 각 화소 전극의 각 화소 선택 TFT(72)가 1 수평 주사 기간 온한다. 제1
행 제1 열의 화소 전극에 주목하면, 샘플링 신호 SP1에 의해 샘플링한 디지털 영상 신호 S11이 드레인 신호선(61)
에 입력된다. 그리고 선택 화소 선택 TFT(72)가 게이트 신호에 의해 온 상태가 되면 그 디지털 신호 D. Sig가 보유
회로(110)에 입력되며, 2개의 인버터에 의해 보유된다.

이 인버터에서 보유된 신호는 신호 선택 회로(120)에 입력되어, 이 신호 선택 회로(120)에서 신호 A 또는 신호 B를
선택하고, 그 선택한 신호가 화소 전극(17)에 인가되어, 그 전압이 액정(21)에 인가된다.

이렇게 해서 1행째의 게이트 신호선으로부터 마지막 행의 게이트 신호선까지 주사함으로써, 1 화면분(1 필드 기간)
의 스캔, 즉 모든 도트 스캔이 종료하여 1 화면이 표시된다.

여기서, 1 화면이 표시되면, 게이트 드라이버(50) 및 드레인 드라이버(60) 및 외부 부착의 패널 구동용 LSI(91)에
대한 전압 공급을 정지하여 이들의 구동을 멈추게 한다. 보유 회로(110)에는 항상 구동 전압 VDD, VSS를 공급하여
구동시키고, 또한 대향 전극 전압을 대향 전극(32)에, 각 신호 A 및 B를 선택 회로(120)에 공급한다.

즉, 보유 회로(110)에 이 보유 회로를 구동시키기 위한 구동 전압 VDD, VSS를 공급하고, 대향 전극에는 대향 전극
전압 VCOM을 인가하여, 액정 표시 패널(100)이 노말리 화이트(NW)인 경우에는 신호 A로는 대향 전극 전압과 동
일한 전위의 교류 구동 전압을 인가하고, 신호 B로는 액정을 구동시키기 위한 교류 전압(예를 들면 60㎐)을 인가할
뿐이다. 그렇게 함으로써, 1 화면분을 보유하여 정지 화상으로서 표시할 수 있다. 또한 다른 게이트 드라이버(50),
드레인 드라이버(60) 및 외부 부착 LSI(91)에는 전압이 인가되지 않은 상태이다.

이 때, 드레인 신호선(61)에 디지털 영상 신호로 「H(하이)」가 보유 회로(110)에 입력된 경우에는 신호 선택 회로
(120)에 있어서 제1 TFT(121)에는 「L」이 입력되게 되므로 제1 TFT(121)는 오프가 되며, 다른 쪽의 제2
TFT(122)에는「H」가 입력되게 되므로 제2 TFT(122)는 온이 된다. 그렇게 되면, 신호 B가 선택되어 액정에는 신
호 B의 전압이 인가된다. 즉, 신호 B의 교류 전압이 인가되고, 액정이 전계에 의해 상승하기 때문에, NW의 표시 패
널에서는 표시로서 흑 표시로 관찰할 수 있다.

드레인 신호선(61)에 디지털 영상 신호로 「L」이 보유 회로(110)에 입력된 경우에는 신호 선택 회로(120)에 있어
서 제1 TFT(121)에는「H」가 입력되게 되므로 제1 TFT(121)는 온이 되며, 다른 쪽의 제2 TFT(122)에는「L」
이 입력되게 되므로 제2 TFT(122)는 오프가 된다. 그렇게 되면, 신호 A가 선택되어 액정에는 신호 A의 전압이 인
가된다. 즉, 대향 전극(32)과 동일한 전압이 인가되기 때문에, 전계가 발생하지 않고 액정은 상승하지 않기 때문에,
NW의 표시 패널에서는 표시로서 백 표시로서 관찰할 수 있다.

이와 같이, 1 화면분을 기입하여 그것을 보유함으로써 정지 화상으로서 표시할 수 있지만, 그 경우에는 각 드라이버
(50, 60) 및 LSI(91)의 구동을 정지시키므로, 그 만큼 저소비 전력화할 수 있다.

상기 실시 형태에서는 보유 회로(110)는 1 비트만을 보유하지만, 물론 보유 회로(110)를 다비트화하면, 메모리 동
작 모드로 계조 표시를 행할 수도 있고, 보유 회로(110)를 아날로그치를 기억하는 메모리라고 하면, 메모리 동작 모
드에서의 풀컬러 표시도 할 수 있다.
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상술된 바와 같이, 본 발명의 실시 형태에 따르면 하나의 액정 표시 패널(100)로 풀컬러의 동화상 표시(아날로그 표
시 모드인 경우)와, 저소비 전력의 디지털 계조 표시(디지털 표시 모드인 경우)라는 2 종류의 표시에 대응할 수 있
다.

이어서, 제1 실시 형태의 레이아웃에 대하여, 도 2를 이용하여 설명한다. 도 2는 본 실시 형태의 레이아웃을 나타내
는 개념도이다. 회로 선택 회로의 P채널 회로 선택 TFT(41), N 채널 TFT(42), 화소 선택 회로의 N 채널 화소 선택
TF T(71, 72), 회로 선택 회로의 P 채널 TFT(44)가 직렬로 접속되고, 화소 전극(17)에 컨택트(16)를 통해 접속되
어 있음과 함께 보조 용량(85)에 접속되어 있다. 또한, 회로 선택 TFT(42), 화소 선택 TFT(72), 보유 회로(110), 회
로 선택 회로의 N 채널 TFT(45)가 컨택트(16)를 통해 화소 전극(17)에 접속되어 있다. 이상의 구성은 모두 화소 전
극(17)에 중첩하여 배치되어 있다. 또, 보유 회로(110)에 접속되는 각 전원선은 생략하였다. 본 실시 형태는 각 화소
마다 보유 회로(110)가 배치되어 있다.

그런데, 본 실시 형태의 LCD는 반사형 LCD이다. 본 실시 형태의 반사형 L CD의 도 2의 A-A'선 단면도를 도 3에
나타낸다. 한쪽의 절연성 기판(10) 위에 다결정 실리콘으로 이루어져 아일랜드화된 반도체층(11)이 배치되며, 그 위
를 게이트 절연막(12)이 피복되어 배치되어 있다. 반도체층(11)의 상측으로서 게이트 절연막(12) 위에는 게이트 전
극(13)이 배치되고, 이 게이트 전극(13) 양측에 위치하는 하층의 반도체층(11)에는 소스 및 드레인이 형성되어 있
다. 게이트 전극(13) 및 게이트 절연막(12) 위에는 이들을 피복하여 층간 절연막(14)이 형성되어 있다. 그리고 그의
드레인 및 소스에 대응한 위치에는 컨택트가 형성되어 있고, 그 컨택트를 통해 드레인은 화소 선택 TFT(71)에 접속
되고, 소스는 컨택트(16)를 통해 화소 전극(17)에 접속되어 있다. 평탄화 절연막(15) 위에 형성된 각 표시 전극(17)
은 알루미늄(Al) 등의 반사 재료로 이루어져 있다. 각 표시 전극(17) 및 평탄화 절연막(15) 위에는 액정(21)을 배향
하는 폴리이미드 등으로 이루어지는 배향막(20)이 형성되어 있다.

다른 쪽의 절연성 기판(30) 위에는 적(R), 녹(G), 청(B)의 각 색을 나타내는 컬러 필터(31), ITO(Indium Tin Oxide)
등의 투명 도전성막으로 이루어지는 대향 전극(32), 및 액정(21)을 배향하는 배향막(33)이 순서대로 형성되어 있다.
물론 컬러 표시로 하지 않은 경우에는 컬러 필터(31)는 불필요하다.

이렇게 함으로써 형성된 한쌍의 절연성 기판(10, 30)의 주변을 접착성 시일재에 의해 접착하고, 그것에 의해 형성된
공극에 액정(21)이 충전되어 있다.

반사형 LCD에서는 도면 중 점선 화살표로 나타낸 바와 같이 절연성 기판(30)측으로부터 입사한 외부광이 표시 전
극(17)에 의해 반사되어, 관찰자(1)측으로 출사하여, 표시를 관찰할 수 있다.

이어서, 본 발명의 제2 실시 형태에 대하여 설명한다. 일반적으로 표시 장치에는 고정밀화, 즉 화소수를 늘리거나,
화소 수를 유지한 상태에서 소형화하는 요구가 있다. 그러나, 보유 회로(110)는 제1 실시 형태에서 나타낸 바와 같
이 SRAM으로 구성되어 있다. SRAM은 복수의 TFT의 조합에 따라 구성할 수 있는 보유 회로이고, 동작 전압도 낮
기 때문에 표시 장치의 구동 회로와 함께 유리 기판 위에 만들기에는 적합한 보유 회로이다. 한편, SRAM 하나를 구
성하는데 필요한 트랜지스터는 4개 내지 6개이고, 일정한 회로 면적을 필요로 한다. 그와 같은 보유 회로(110)를 각
화소마다 배치하면, 화소 피치는 적어도 이 보유 회로(110)가 들어가는 크기로 할 필요가 있고, 보유 회로(110)를
갖지 않은 통상의 표시 장치의 화소 피치에 비교하여 수배의 크기가 필요해진다. 이에 대하여 본 실시 형태에서는
복수 화소에 하나의 비율로 보유 회로를 배치하고, 더 고정밀화하는 것이다.

도 4에 본 발명의 레이아웃 개념도를 나타낸다. 도 4에는 화소 전극(17a, 17b)에 대응하는 2 화소가 나타내어져 있
다. 화소 전극(17a, 17b) 각각에 회로 선택 TFT(41), 화소 선택 TFT(71), 회로 선택 TFT(44)가 직렬로 접속되어
있음과 함께 보조 용량(85)이 접속되어 있다. 이상의 구성은 제1 실시 형태와 완전히 동일하다. 이후, 이들의 구성을
총칭하여 통상 동작 회로라고 하는 경우가 있다. 이 통상 동작 회로에 의해 통상 동작 모드(아날로그 동작 모드)시,
각 화소마다 표시를 행한다. 각 열마다 배치된 드레인 신호선(61)으로부터 각각의 화소에 대응시킨 영상 신호가 화
소 전극(17a, 17b)에 입력되어, 각 화소마다의 표시를 행한다.

본 실시 형태의 특징으로 하는 점은 보유 회로(110)가 2 화소에 걸쳐 배치되어 있고, 2 화소에서 하나의 보유 회로
(110)를 공유하고 있다는 점에 있다. 이하에, 이 점에 대하여 자세히 설명하겠다.

보유 회로(110)는 회로 선택 TFT(42)를 통해 드레인 신호선(61a)에 접속되고, 보유 회로(110)로부터 출력되는 영
상 신호는 회로 선택 TFT(45a, 45b)를 통해 각각의 화소 전극(17a, 17b)에 입력된다. 그리고, 통상 동작 모드 시에
화소 전극(17b)에 영상 신호를 공급하던 드레인 신호선(61b)에는 보유 회로(110)는 접속되어 있지 않다. 그리고,
도시하지 않은 드레인 드라이버(60)는 드레인 신호선(61)에 대하여 한 개 간격으로 출력한다. 또한, 출력하는 영상
신호는 2개의 드레인 신호선(61)의 영상 신호로부터 산출되는 중간치에 따른 신호이다.

즉, 메모리 동작 모드(디지털 표시 모드)인 경우, 두개의 화소 전극(17a, 17b)에는 통상 동작 모드 시에 이들에게 공
급되는 영상 신호의 중간 영상 신호가 공통으로 공급되고, 드레인 신호선(61b)은 스킵되므로, 화소 전극(17a와
17b)은 말하자면 하나의 화소로서 동작한다. 이와 같이, 2 화소를 1 화소로서 취급하고, 의사적으로「화소 수」를
줄여 표시를 행한다.

본 실시 형태에 따르면, 회로 면적을 필요로 하는 보유 회로(110)를 두개의 화소에서 공유하고 있으므로, 화소 배치
를 보다 밀하게, 즉 표시 장치를 보다 고정밀하게 할 수 있다. 또한, 메모리 동작 모드 시에 동작시키는 SRAM의 수
는 통상 모드 시의 화소 수의 1/2, 특히 열 수가 1/2이다. 따라서, 드레인 드라이버(60)의 동작 주파수를 더 낮출 수
있으며, 각 화소에 SRAM을 배치하는 제1 실시 형태에 비교하여, SRAM의 수가 적으므로, 메모리 동작 모드 시로
이행할 때 기입하는 SRAM의 수가 적고, 또한 메모리 동작 모드 시에 SRAM의 누설 전류가 적으므로, 소비 전력을
더 삭감시킬 수 있다.
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이어서, 본 발명의 제3 실시 형태에 대하여 설명한다. 도 5에 본 발명의 레이아웃 개념도를 나타낸다. 도 5에는 4 화
소가 도시되어 있다. 화소 전극(17a, 17b, 17c, 17d) 각각에 회로 선택 TFT(41), 화소 선택 TFT(71), 회로 선택
TFT(44), 보조 용량(85)으로 이루어지는 통상 동작 회로가 배치되어 있다.

제3 실시 형태가 특징으로 하는 점은 4 화소에서 하나의 보유 회로(110)를 공유하고 있다는 점이다. 그리고, 보유
회로(110)의 출력은 회로 선택 TFT(45a, 45b, 45c, 45d)를 통해 각각의 화소 전극(17a, 17b, 17c, 17d)에 공급된
다. 각 구성 요건은 제1, 제2 실시 형태와 마찬가지이므로 상술은 생략한다.

또한, 본 실시 형태에서, 도면 1행째와 2행째의 화소에 배치되는 회로 선택 TFT(41), 화소 선택 TFT(71), 회로 선
택 TFT(44), 보조 용량(85)의 배치를 비교하면, 행간을 축으로 하여 선대칭으로 배치되어 있다. 이에 따라, 각 화소
의 행간측의 영역에 보유 회로(110)를 위한 통합된 스페이스를 확보하고 있다.

본 실시 형태에서도 통상 동작 모드인 경우에는 통상 동작 회로를 이용하여 각 화소마다 표시를 행한다. 그리고, 메
모리 동작 모드시에는 4 화소를 하나의 화소로 하여, 화소 수를 줄여 표시를 행한다. 본 실시 형태에서 하나의 화소
전극에 배치되는 것은 보유 회로의 1/4 정도이므로, 하나의 화소당 배치되는 보유 회로의 면적은 그다지 크지 않다.
따라서, 제2 실시 형태에 비교하여 화소 배치를 더 밀하게 하여, 고정밀화시킬 수 있다. 그리고, 통상 동작 모드 시에
고정밀한 표시를 행한 후에 메모리 동작 모드시에는 소비 전류를 삭감시켜 표시를 행할 수 있다. 또, 메모리 동작 모
드 시에 동작시키는 SRAM은 통상 모드 시 화소 수의 1/4이다. 제2 실시 형태와 마찬가지로, 드레인 드라이버의 동
작 주파수를 저하시킬 수 있을 뿐만 아니라, 주사하는 게이트 신호선(51)도 1/2이 되므로, 게이트 드라이버(50)의
동작 주파수도 저하시킬 수 있으므로, 제2 실시 형태에 비교하여 메모리 동작 모드 시의 소비 전류를 더 삭감시킬 수
있다.

이어서, 본 발명의 제4 실시 형태에 대하여 설명한다. 도 6에 본 발명의 레이아웃 개념도를 나타낸다. 본 실시 형태
는 컬러 표시를 행하는 표시 장치이다. 컬러 표시 장치의 경우, 예를 들면 RGB 3색의 화소를 하나의 회소(繪素)로서
이용한다. 도 6에는 2 회소, 6 화소가 나타내어져 있다. 이하에서는 각 회소, 화소의 구성을 특별히 구별하는 경우,
제1 회소에 대응하는 RGB의 화소에는 각각 R1, G1, B1, 제2 회소는 각각 R2, G2, B2를 도면 번호 뒤에 부기하여
구별한다.

각 화소에는 6개의 화소 전극(17)과, 이것에 접속되는 통상 동작 회로(200)가 배치되어 있다. 통상 동작 회로(200)
는 도면 간략화를 위해 상기 각 실시예에서의 회로 선택 TFT(41), 화소 선택 TFT(71), 회로 선택 TFT(44), 보조
용량(85)을 통합하여 표시한 것으로, 상기 각 실시 형태와 구성 상의 차이는 없다. 그리고, 각각 2화소에 걸쳐 보유
회로(110R, 110G, 110B)가 배치되어 있다. 중앙의 2 화소에 배치된 보유 회로(110R)는 적의 영상 신호에 따른 데
이터를 보유한다. 보유 회로(110R)는 드레인 신호선(61R2)에 TFT(42R)를 통해 접속되어 있다. 보유 회로(110R)
의 출력은 좌단과 중앙의 R에 대응하는 화소 전극(17R1, 17R2) 각각에 TFT(45R1, 45R2)를 통해 공급된다. 단, 출
력의 배선은 도면 간략을 위해 생략하였다. 마찬가지로, 좌단의 2 화소에 걸쳐 배치된 보유 회로(110G)는 녹색의 영
상 신호에 따른 데이터를 보유하고, 드레인 신호선(61G1)에 TFT(42G)를 통해 접속되고, 그 출력은 TFT(45G1,
45G2)를 통해 화소 전극(17G1, 17G2)에 공급된다. 우단의 2 화소에 걸쳐 배치된 보유 회로(110B)는 청색의 영상
신호에 따른 데이터를 보유하고, 드레인 신호선(61b2)에 TFT(42B)를 통해 접속되고, 그 출력은 TFT(45B1,
45B2)를 통해 화소 전극(17B1, 17B2)에 공급된다.

본 실시 형태의 동작에 대하여 설명한다. 우선 통상 동작 모드시 6개의 화소 전극 각각에 각 통상 동작 회로(200)를
통해 접속되는 드레인 신호선(61)으로부터 영상 신호가 공급되고, 2 회소 6화소로서 동작한다. 이어서, 메모리 동작
모드시 드레인 신호선(61R2, 61G1, 61B2)으로부터 공급되는 신호를 보유 회로(110R, G, B)가 보유하고, 각각
TFT(45)를 통해 접속된 두개의 화소 전극(17)에 동일한 신호를 출력한다. 따라서 메모리 동작 시에는 도시된 화소
는 1 회소 3 화소로서 동작한다.

본 실시 형태의 동작은 상기 제2 실시 형태의 동작과 비교하면 이해하기 쉽다. 즉, 보유 회로(110)는 2 화소에 하나
배치되고, 2 화소에 공유되어 있다는 점에서 제2 실시 형태와 일치한다. 제2 실시 형태와 상이한 점은 제2 실시 형
태에서는 보유 회로(110)가 접속되는 두개의 화소 전극에 중첩되어 있었던 것에 대하여, 본 실시 형태에서는 보유
회로(110)가 배치되는 화소의 한 쪽이 다른 색의 화소이고, 보유 회로(110)의 배치와 그 보유 회로(110)가 신호를
공급하는 화소 전극(17)의 배치가 달라져 있는 것이다. 예를 들면 R에 대응하는 보유 회로(110R)는 화소 전극
(17B1과 17R2)에 중복되어 배치되어 있지만, 그 출력은 화소 전극(17R1, 17R2)으로 되어 있는 것이다.

이와 같이 배치함으로써, 컬러의 표시 장치에 있어서, 통상 동작 모드에서는 각 화소마다 표시함으로써 고정밀한 표
시를 행하고, 메모리 동작 모드인 경우 두개의 화소, 화소 전극(17R1과 17R2)을, 말하자면 하나의 화소로서 취급한
다. 따라서, 본 실시 형태에 따르면, 보유 회로(110)를 두개의 화소에서 공유하고, 화소 배치를 보다 밀하게, 고정밀
로 할 수 있다. 그리고, 메모리 동작 모드 시에는 「화소 수」를 줄여, 소비 전력을 삭감시킬 수 있다. 또한, 메모리
동작 모드 시에 동작시키는 SRAM은 통상 모드 시의 화소 수의 1/2이다. 따라서, 드레인 드라이버(60)의 동작 주파
수를 더욱 낮출 수도 있으며, 각 화소에 SRAM을 배치하는 제1 실시 형태에 비교하여, 메모리 동작 모드 시의 소비
전류를 더 삭감시킬 수 있다. 또한, 통상 동작 모드로부터 메모리 동작 모드로 이행할 때, 모든 보유 회로(110)에 표
시 데이터를 기입할 필요가 있지만, 이 기입 시에 일정한 전력을 소비한다. 보유 회로(110)의 수가 적으면 메모리 동
작 모드에 대한 이행 시의 소비 전력도 삭감시킬 수 있다.

그런데, 본 실시 형태에서, 화소는 RGB의 순서대로 배치되어 있는데 비해, 보유 회로(110)는 GRB의 순으로 배치되
어 있다. 이렇게 함으로써, 각 색의 드레인 신호선(61)과 그 색의 보유 회로(110)를 인접하여 배치할 수 있다. 만일
보유 회로(110)의 배치순을 화소의 배치순과 동일한 RGB의 순으로 하면, 좌단에 배치되는 보유 회로(110R)와 우단
에 배치되는 보유 회로(110B)는 각각 드레인 배선(61R1, 61B2)과 접속할 수 있지만, 중앙에 배치되는 보유 회로
(110G)는 드레인 신호선(61b1, 61R2) 사이에 배치되게 되며, 어느 한쪽의 배선을 걸치는 배선으로 하지 않으면, 드
레인 신호선(61G1, 61G2) 어디에도 접속할 수 없다. 이에 대하여, 본 실시 형태와 같이 보유 회로의 배치순을 GRB
라고 하면, 모든 보유 회로(110)가 중첩되는 화소의 한 쪽은 같은 색이고, 보유 회로에 같은 색의 드레인 신호선(61)
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이 인접하여 배치되므로, 드레인 신호선을 걸치는 배선을 할 필요가 없다. 보유 회로(110)의 배치순은 RBG의 순으
로 해도 무방하다.

또한, 본 실시 형태에서, 인접하는 화소의 통상 동작 회로(200)의 회로 배치는 선 대칭이다. 즉, 화소 전극(17R1)에
접속되는 통상 동작 회로(200a)에 대하여, 화소 전극(17G1)에 접속되는 통상 동작 회로(200b)는 회로 구성은 동일
하며, 화소의 열 사이를 축으로 하여 선대칭으로 배치되어 있다. 그리고, 예를 들면 화소 전극(17R1와 17G1)사이에
는 드레인 신호선은 배치되지 않고, 화소 전극(17G1과 17B1) 사이에 2개의 드레인 신호선(61G1, 61B1)이 배치되
어 있다. 본 실시 형태에서도 제2 실시 형태, 도 4에서 설명한 바와 같이 각 화소 전극 사이에 드레인 신호선(61)을
배치해도 무방하다. 이들의 배치에는 각각 장점과 단점이 있다. 보유 회로(110)와 드레인 신호선(61)이 교차하면,
드레인 신호선(61)으로부터 생기는 전계 등에 의해, 보유 회로(110)가 오동작할 우려가 있다. 이에 대하여, 도 6과
같이 배치함으로써, 보유 회로(110)와 드레인 신호선(61)이 교차하는 것을 막고, 보유 회로(110)의 오동작을 방지
할 수 있다. 반대로, 드레인 신호선(61G1과 61B1)이 인접하여 배치되기 때문에, 그 사이에 커플링이 생길 우려가
있다. 이 때문에, 배선 간격을 적절하게 설정할 필요가 있다. 도 4에 도시된 바와 같이 각 화소 사이에 드레인 신호선
(61)을 배치하면, 커플링이 생길 우려는 적다. 이들의 장점과 단점은 상호 상쇄되는 관계에 있지만, 발생하는 문제는
레이아웃이나 각종 막 두께를 조정함으로써도 해결할 수 있으므로, 어떤 레이아웃을 채용할지는 임의이다.

이어서, 본 발명의 제5 실시 형태에 대하여 설명한다. 도 7에 본 발명의 레이아웃 개념도를 나타낸다. 본 실시 형태
도 컬러 표시 장치이다. 도 7에는 4 회소, 12 화소가 도시되어 있다. 이하에서는 각 회소, 화소의 구성을 특별히 구별
하는 경우, RGB의 색 표기와 1로부터 12의 숫자를 도면의 번호 뒤에 부기하여 구별한다. 각 화소에는 제4 실시 형
태와 마찬가지로, 통상 동작 모드 시에 동작하는 통상 동작 회로(200)가 배치되며, 통상 동작 모드에서는 상술된 각
실시 형태와 마찬가지로 각 화소마다 동작한다.

그리고, 각각 4 화소에 걸쳐 보유 회로(110R, 110G, 110B)가 배치되어 있다. 중앙의 4 화소에 배치된 보유 회로
(110R)는 드레인 신호선(61R2)에 TFT(42R)를 통해 접속되어 있다. 보유 회로(110R)의 출력은 좌단과 중앙의 열,
2 행의 4개의 화소 전극(17R1, 17R2, 17R3, 17R4) 각각에 TFT(45R1, 45R2, 45R3, 45R4)를 통해 공급된다. 단,
그 배선은 도면을 간략하게 하기 위해 생략하였다. 보유 회로(110G, 110B)에 대해서도 마찬가지로 각각 4개의 화
소 전극으로 출력되고 있다.

본 실시 형태의 동작에 대하여 설명한다. 우선 통상 동작 모드시, 6개의 화소 전극 각각에 통상 동작 회로(200)를 통
해 각각의 드레인 신호선(61)으로부터 영상 신호가 공급되고, 4 회소 12 화소로서 동작한다. 이어서, 메모리 동작
모드시, 드레인 신호선(61R2, 61G1, 61B2)으로부터 공급되는 신호를 보유 회로(110R, G, B)가 보유하며, 각각 4
화소에 동일한 신호를 출력한다. 따라서 메모리 동작 시에는 도시된 화소는 1 회소 3 화소로서 동작한다.

본 실시 형태의 동작은 상기 제3 실시 형태의 동작과 비교하면 이해하기 쉽다. 즉, 보유 회로(110)는 4 화소에 하나
배치되고, 4 화소에 공유되어 있는 점에서 제3 실시 형태와 일치한다. 그리고, 본 실시 형태에서는 보유 회로(110R)
가 화소 전극(17B1, B3, R2, R4)에 배치되고, 화소 전극(17R1, R2, R3, R4)으로 출력된다는 점에서 상이하다. 또
한, 본 실시 형태와 제4 실시 형태와의 차이는 제2, 제3 실시 형태 차이와 마찬가지이다. 즉, 2행째의 화소에 배치되
는 통상 동작 회로(200c, 200d)는 1행째의 화소에 배치되는 통상 동작 회로(200a, 200b)와 동일한 구성이고, 행간
을 축으로 하여 선대칭으로 배치되어 있다. 이에 따라, 4개의 화소 중앙에 보유 회로(110)를 배치하기 위한 스페이
스를 확보하고 있다.

본 실시 형태에서도 통상 동작 모드인 경우에는 각 화소마다 표시를 행한다. 그리고, 메모리 동작 모드시에는 4 화소
를 하나의 화소로 하여 화소 수를 줄여 표시를 행한다. 본 실시 형태에서 하나의 화소 전극에 배치되는 것은 보유 회
로의 1/4 정도이므로, 1화소당 배치되는 보유 회로의 면적은 그다지 크지 않다. 따라서, 제2 실시 형태에 비교하여
화소 배치를 더 밀하게 하여, 고정밀화시킬 수 있다. 그리고, 통상 동작 모드 시에 고정밀한 표시를 행한 후에, 메모
리 동작 모드시에는 소비 전류를 삭감시켜 표시를 행할 수 있다. 또, 메모리 동작 모드 시에 동작시키는 SRAM은 통
상 모드 시의 화소 수의 1/4이다. 제3 실시 형태와 마찬가지로, 드레인 드라이버(60), 게이트 드라이버(50)의 동작
주파수를 저하시킬 수 있으므로, 제4 실시 형태에 비교하여, 통상 동작 모드시부터 메모리 동작 모드 시로의 이행 시
나, 메모리 동작 모드 시의 소비 전류를 더 삭감시킬 수 있다.

이어서 제6 실시 형태에 대하여 설명한다. 제1∼제5 실시 형태에서는 보유 회로(110)는 모두 2치를 기억하는 1 비
트 SRAM을 예시하여 설명했지만, 본 발명은 3치 이상을 기억하는 다비트 메모리나, 아날로그값을 보유하는 아날로
그 메모리에도 마찬가지로 실시할 수 있어, 보다 효과적이다. 도 11에 나타낸 액티브 매트릭스 표시 장치는 보유 회
로(110)로서, 4치를 기억하는 2 비트 메모리를 갖는다. 2 비트 메모리는 두개의 SRAM을 조합한 구성이고, 신호 A,
B, C, D의 서로 상이한 4치의 참조 전압이 입력된다. 드레인 신호선(61)은 각 화소(61a, 61b) 2개씩 배치된다.

드레인 신호선(61a, 61b)이 하이일 때, 인버터 회로(111, 113)로부터 로우가 트랜지스터(120a, b, e, f)로 출력되어
오프가 된다. 그리고 인버터 회로(112, 114)로부터 하이가 트랜지스터(120c, d, g, h)로 출력되고, 온이 된다. 그에
따라 트랜지스터(120c, g)를 통해 신호 A가 액정(21)에 공급된다. 마찬가지로, 드레인 신호선(61a)이 하이, 참조 번
호 61b가 로우일 때, 트랜지스터(120d, e)가 온하여 신호 C가 액정(21)에 공급된다. 드레인 신호선(61a)이 로우, 참
조 번호 61b가 하이일 때, 트랜지스터(120a, h)가 온하여 신호 B가 액정(21)에 공급된다. 드레인 신호선(61a)가 로
우, 참조 번호 61b가 로우일 때, 트랜지스터(120b, f)가 온하여 신호 D가 액정(21)에 공급된다.

이와 같이 함으로써, 보유 회로(110)가 보유한 4치의 데이터에 기초하여 신호 A, B, C, D를 선택하여 액정(21)에 공
급함으로써, 4 계조의 화상을 얻을 수 있다. 또, 도 11에서 통상 동작 회로(200)는 도면을 간략하게 하기 위해 도시
를 생략했지만, 도 2, 도 4, 도 5, 도 6, 도 7에 나타낸 레이아웃과 완전히 동일하게 복수 화소에 배치하여, 고정밀화,
전력 절약화할 수 있다.

도 1과 도 11을 비교하면 분명히 알 수 있듯이, 일반적으로 보유 회로(110)를 다치화하면, 회로 규모는 커진다. 그러
나, 4 화소에서 하나의 보유 회로(110)를 공유하면, 화소 사이즈를 축소시켜, 통상 동작 모드에서의 고정밀 표시가
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가능해진다. 큰 회로 면적을 필요로 하는 보유 회로(110)를 복수 화소에서 공유한다고 하는 본 발명의 기술적 사상
은 보다 회로 규모가 큰 다치의 보유 회로(110)에 적용하기에 더 효과적이라고 할 수 있다.

또한, 상기 실시 형태를 비교하면 분명히 알 수 있듯이, 보유 회로(110)를 몇개의 화소에서 공유할지는 임의이다. 보
다 많은 화소에서 보유 회로(110)를 공유하면, 1화소당 배치하는 보유 회로(110)의 면적을 축소할 수 있고, 화소 전
극을 보다 밀하게 배치할 수 있어, 통상 동작 시의 표시를 보다 고정밀로 할 수 있다. 또한, 보다 많은 화소에서 보유
회로(110)를 공유하면, 메모리 동작 시에 동작시키는 보유 회로(110)의 수를 적게 할 수 있으므로, 그 만큼 메모리
동작 시의 소비 전력을 삭감시킬 수 있다. 물론, 보유 회로(110)의 수가 적어지면, 메모리 동작 모드 시에서의 표시
「화소 수」는 적어지므로, 메모리 동작 모드 시의 표시 품질은 저하한다. 몇개의 화소에서 보유 회로(110)를 공유
할지는 통상 동작 모드시와 메모리 동작 모드시와의 표시 품질, 소비 전류를 비교하여 최적으로 선택하면 된다. 단,
행 방향으로 배열된 3 화소에 하나의 보유 회로(110)를 배치하면, 보유 회로(110)를 위한 스페이스가 행 방향으로
긴 영역이 되기 때문에, 2 화소, 혹은 4 화소에서 하나의 보유 회로(110)를 배치하는 것이 최적이다.

또한, 상기 실시 형태에서는 보유 회로(110)를 복수 화소에 하나 배치하고, 이 출력을 복수의 화소 전극(17)에 공급
하고, 메모리 동작 모드에서 의사적으로「화소 수」를 줄인 실시 형태를 설명했지만, 보유 회로(110)의 출력을 하나
의 화소 전극(17)에 출력하고, 남은 화소 전극은 일정한 전압을 인가하여 흑 표시로 고정해도 무방하다(노말리 블랙
의 경우에는 남은 화소 전극을 접지하여 흑으로 고정함). 이렇게 하면, 보유 회로(110)의 출력을 하나의 화소 전극에
만 배선하고, 다른 화소에 접속하는 배선을 생략할 수 있어, 회로 면적을 더 축소하고, 통상 동작 모드 시의 표시를
더 고정밀화할 수 있다. 물론, 흑으로 고정되는 화소에 의해, 표시는 전체적으로 어두워지지만, 원래 메모리 동작 모
드는 휴대 전화 등에서 일정 시간 주사되지 않았을 때에, 소비 전력을 삭감시키기 위한 모드로서, 메모리 동작 모드
에서 화면이 어두워져도 문제가 되지 않은 경우가 많다. 또한, 메모리 동작 모드 시에 표시하는 화소의 실제 숫자를
줄임으로써, 보유 회로(110)의 출력인 신호 A의 구동 능력이 낮아도 동작 가능해지므로, 더 소비 전력을 삭감시킬
수 있다.

상기 실시 형태에서 보유 회로(110)가 중첩되는 화소 전극(17) 중 적어도 하나는 그 보유 회로가 접속되는 화소 전
극(17)으로서 설명했지만, 보유 회로(110)의 배치는 화소 전극(17)의 배치와 일치시킬 필요는 반드시 없다. 단, 너
무 보유 회로(110)와 화소 전극(17)과의 거리를 멀리 배치하면, 접속하는 배선이 길어져, 레이아웃하기 어려운 데다
가, 배선에 의해 노이즈가 생길 가능성이 있다. 따라서, 보유 회로(110)가 중첩되는 화소 전극(17) 중 적어도 하나는
그 보유 회로가 접속되는 화소 전극(17)으로 하는 것이 더 적합하다.

상기 실시 형태에서는 반사형 LCD를 이용하여 설명했지만, 물론 투과형 LCD에 적용하여, 투명한 화소 전극과 보유
회로를 중첩시켜 배치할 수도 있다. 그러나 투과형 LCD에서는 금속 배선이 배치되어 있는 부분은 차광되므로, 개구
율의 저하를 피할 수 없다. 또한, 투과형 LCD에서 화소 전극 아래에 보유 회로를 배치하면, 투과하는 광에 의해 보
유 회로나 선택 회로의 트랜지스터가 오동작할 우려가 있기 때문에, 모든 트랜지스터의 게이트 위에 차광막을 마련
할 필요가 있다. 따라서, 투과형 LCD에서는 개구율을 높이는 것이 곤란하다. 이에 비해, 반사형 LCD는 화소 전극
아래에 어떠한 회로가 배치되어도 개구율에 영향을 주지는 않는다. 또한, 투과형의 액정 표시 장치와 같이, 관찰자
측과 반대측에 소위 백 라이트를 이용할 필요가 없으므로, 백 라이트를 점등시키기 위한 전력을 필요로 하지 않는
다. 보유 회로를 가진 LCD의 원래 목적이 소비 전력의 삭감이므로, 본 발명의 표시 장치로서는 백 라이트가 불필요
하며 저소비 전력화에 적합한 반사형 LCD인 것이 바람직하다.

또한, 상기 실시 형태는 액정 표시 장치를 이용하여 설명했지만, 본 발명은 이것에 한정되는 것은 아니며, 유기 EL
표시 장치나 LED 표시 장치등 여러가지 표시 장치에 적용할 수 있다.

발명의 효과

이상 설명한 바와 같이, 본 발명의 액티브 매트릭스형 표시 장치는 보유 회로가 예를 들면 2 화소, 4 화소라고 하는
복수 화소에 하나 배치되고, 보유 회로 중 하나로부터의 출력은, 복수의 화소 전극에 공급되므로, 회로 면적을 필요
로 하는 보유 회로의 수를 삭감시킬 수 있고, 화소 전극을 보다 밀하게 배치할 수 있으므로, 통상 동작 모드 시의 표
시를 고정밀로 할 수 있다.

또한, 메모리 동작 모드 시의 표시 화소 수는 통상 동작 모드 시의 표시 화소 수보다도 적으므로, 메모리 동작 모드
시에 동작시키는 보유 회로가 적고, 통상 동작 모드로부터 메모리 동작 모드로의 이행 시 및 메모리 동작 모드 시의
소비 전력을 삭감시킬 수 있다.

또한, 상기 보유 회로는 3치 이상의 데이터를 보유하는 다비트의 메모리이므로, 보유 회로의 회로 규모가 크기 때문
에, 보다 현저한 효과를 발휘할 수 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

행렬 형상으로 배치된 복수의 화소 전극 및 상기 화소 전극에 대응하여 배치된 복수의 보유 회로를 구비하고,

수시로 입력되는 영상 신호에 따른 화소 전압을 상기 화소 전극에 수시로 인가하여 표시하는 통상 동작 모드와, 상
기 보유 회로가 기억한 데이터에 따라 표시하는 메모리 동작 모드를 갖는 액티브 매트릭스형 표시 장치에 있어서,

상기 보유 회로는 복수 화소에 하나 배치되고,

상기 보유 회로 각각의 출력은 복수의 화소 전극에 공급되는 것을 특징으로 하는 액티브 매트릭스형 표시 장치.
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청구항 2.

제1항에 있어서,

상기 보유 회로는 2 화소에 하나의 비율로 배치되고,

상기 보유 회로의 출력은, 두개의 화소 전극에 공급되는 것을 특징으로 하는 액티브 매트릭스형 표시 장치.

청구항 3.

제1항에 있어서,

상기 보유 회로는 4 화소에 하나의 비율로 배치되고,

상기 보유 회로의 출력은 4개의 화소 전극에 공급되는 것을 특징으로 하는 액티브 매트릭스형 표시 장치.

청구항 4.

행렬 형상으로 배치된 복수의 화소 전극 및 상기 화소 전극에 대응하여 배치된 복수의 보유 회로를 구비하고,

수시로 입력되는 영상 신호에 따른 화소 전압을 상기 화소 전극에 수시로 인가하여 표시하는 통상 동작 모드와, 상
기 보유 회로가 기억한 데이터에 따라 표시하는 메모리 동작 모드를 갖는 액티브 매트릭스형 표시 장치에 있어서,

상기 보유 회로의 수는, 상기 화소 전극의 수에 비교하여 적은 것을 특징으로 하는 액티브 매트릭스형 표시 장치.

청구항 5.

제4항에 있어서,

상기 보유 회로의 수는 상기 화소 전극의 수의 1/2인 것을 특징으로 하는 액티브 매트릭스형 표시 장치.

청구항 6.

제4항에 있어서,

상기 보유 회로의 수는 상기 화소 전극의 수의 1/4인 것을 특징으로 하는 액티브 매트릭스형 표시 장치.

청구항 7.

행렬 형상으로 배치된 복수의 화소 전극 및 상기 화소 전극에 대응하여 배치된 복수의 보유 회로를 구비하고,

수시로 입력되는 영상 신호에 따른 화소 전압을 상기 화소 전극에 수시로 인가하여 표시하는 통상 동작 모드와, 상
기 보유 회로가 기억한 데이터에 따라 표시하는 메모리 동작 모드를 갖는 액티브 매트릭스형 표시 장치에 있어서,

상기 메모리 동작 모드 시의 표시 화소 수는 상기 통상 동작 모드 시의 표시 화소 수보다도 적은 것을 특징으로 하는
액티브 매트릭스형 표시 장치.

청구항 8.

제7항에 있어서,

상기 메모리 동작 모드 시의 화소 수는 상기 통상 동작 모드 시의 화소 수의 1/2인 것을 특징으로 하는 액티브 매트
릭스형 표시 장치.

청구항 9.

제7항에 있어서,

상기 메모리 동작 모드 시의 화소 수는 상기 통상 동작 모드 시의 화소 수의 1/4인 것을 특징으로 하는 액티브 매트
릭스형 표시 장치.

청구항 10.
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제1항 내지 제9항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 보유 회로는 3치 이상의 데이터를 보유하는 다비트 메모리인 것을 특징으로 하는 액티브 매트릭스형 표시 장
치.
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摘要(译)

从而降低了有源矩阵型显示装置的功耗并提高了电路精度。 保持用于以
多个像素（两个像素，四个像素）的比率保持视频信号的保持电路110，
并且切换并显示正常操作模式和存储器操作模式。保持电路110是
SRAM。由于SRAM具有大的电路面积，所以对于多个像素是共同的，并
且在存储器操作模式中，减少并显示像素的数量。结果，可以减小一个
像素的面积，从而可以在正常操作模式下执行更准确的显示。另外，通
过减少保持电路110的数量，与在每个像素中布置保持电路110的情况相
比，可以进一步降低存储器操作模式中的功耗。 1 指数方面 显示装置，
液晶显示装置，像素，像素电极，运动图像
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